Nota: En todos |os apartados de todos |o0s gjercicios se pide razonar |as respuestas.

1) Utilizando los datos del “Datasheet” adjunto, désda curva de caracteristica del
diodo 1N5231B, indicando los valores significativos

2) Para el circuito de la Figura 1:
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Figura 1.Regulador.
Datos: M =15V; Vz=9,1V a k=20mA; Lx=250UA; Bac=1W,; Zz=5Q; R max =©

a) Calcular la tension de salida en los puntos extsedeola zona de ruptura zener.



b) Calcular el valor de Ry, para que el zener no se queme por sobrepotencia.

c) Utilizando la Rmin del apartado anterior, calcular el valor dgiRRque se puede
utilizar.



d) SiRL=w calcular V1max y V1min para que el zener sea cdpanantener la
regulacion. Utilizar la Rnindel apartado b.

3) Enun transistor NPN polarizado en la zona activa:
Dibujar la polarizacion de las uniones, el sentddanovimiento de los portadores
mayoritarios y los sentidos de las corrientes. Razta respuesta.



4) En el circuito de la figura 1 se muestra la simidiacon el programa Multisim de un
circuito con BJT:

8 4.94mAE
. vee
2k I“’ v
RB Q1 )
N 43.52uAR
43.52pA] o] 2924
| vBB
=sv

Figura 2. Datos: Weac=0.7V, Veesac0.7V, VcesaE0.2v, (En los apartados a y b estos
valores cambiaran algo, pues el Multisim hace &sutos sin estas aproximaciones)
B =170

a) ¢En qué zona trabaja el transistor? Razonar la@stp



b) Calcular el punto de trabajo. Dibujar la caracterdsde salida, la recta de carga y
el punto Q.
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c) Variando sélo un componente, sin que varie la reeacarga, hacer que el
transistor trabaje en el limite entre la zona acyiVa saturacion.
Calcular el nuevo punto de funcionamientg (£ y Vce) del transistor y dibujarlo
en la siguiente grafica junto la caracteristicaalala y la recta de carga.



»
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d) Calcular los valores de las resistenciasymR: , para que el transistor trabaje en el
punto central de la recta de carga.



